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При проектировании ламповых видеоусилителей [ 1, 2]  лампы вы 
бираются, исходя из их добротности, под которой понимается вели­
чина

D л = K u o '  / г р  =  — • ( 1 )
Z  TC

По аналогии, целесообразно ввести понятие о добротности (или 
площади усиления) транзистора, которую можно считать равной

Dr =  Kuo ■ U  =    - ,  ( 2 ) .
2 тс Гб Ck (1+<7)

T3
где q =    коэффициент относительной инерционности

R h Ck ( 1 +ßo)
транзистора в усилительном каскаде,

Tß— постоянная передачи тока базы.
В отличие от добротности ламп транзисторная добротность зави­

сит от величины нагрузки R h через коэффициент q (см. 2). При 
<7< 0 имеет место максимальная добротность

D T м а к с
2 TC Гб Ck

Приняв для простоты q =  1 (поскольку обычно (7= 0-:-2), получим ус­
редненную добротность транзистора

D rcp Z= а° - - . (3)
4 Tf г б Ck

Точное же значение добротности может быть получено лишь при 
определенной величине R h-

В табл. 1. приведены добротности отечественных транзисторов 
о формуле 3) и, для сравнения, добротности элек­

тронных ламп [3].
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Т а б л и ц а  I

Тип транзис­
тора П401 П407 П404 ГІ402 П403 —

D lcpf мггц 21,4 36,0 43,5 75,0 150 — —

Тип лампы 6ГІ9 6Ж5П 6Ж1П 6Ж9П 6Э5П 6СЗП 6С15П

D  ѵ мггц 85 89 122 253 276 390 596

Из таблицы видно, что ряд транзисторов уже почти не уступает 
лампам, особенно если учесть их максимально возможную доброт­
ность.
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